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はじめに 近年、AlGaN 系深紫外 LED は殺菌用途のデバイスとしての需要が加速している。一

般にエピタキシャル成長では、下地の転位密度を引き継いで成長されるため(1)、最下層である

AlN の結晶性が重要となる。一方で AlGaN の結晶成長では、転位の曲がり角が界面での応力で

決定されるため歪みが大きい場合に転位がループを形成しやすいことが報告されている(2)。本研

究ではサファイア基板上 AlN テンプレートに成長温度 1200℃～1650℃の AlN を成長し、成長

温度による XRC 半値全幅による評価を行い、低転位化における高温成長の優位性を調査した。 

実験方法 本研究では高温での成長を実現させるため JET エンジン型 MOVPE(有機金属気相成

長)装置を用いて AlN を成長した。図 1 に本研究で作製した AlN 成長の構造を示す。まず、サ

ファイア基板上に低温 AlN バッファー層を介して 1500℃で成長した AlN テンプレートを作製

した。その後テンプレート上に AlN を成長温度 1200℃~1650℃で成長した。このように同一 AlN

テンプレート上に成長温度の異なる AlN を作製し、基板表面側から XRC 半値全幅による評価を

行った。 

実験結果 図 2 に AlN の成長温度と XRC 半値全幅の関係を示す。1200℃、1300℃に対し 1400℃

付近の成長温度では半値全幅の改善が見られ、特に 1550℃、1650℃の場合低温領域の成長に比

べ半値全幅は対称面、非対称面ともに大幅に減少していることが確認された。この結果は AlN

成長温度における高温下の優位性を示している。 
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Fig.2. Relationship between the growth 

temperature and the X-ray rocking curve 

FWHM of (0002) and (20-24) plane. 

Fig.1. The structure image of 

grown AlN in this study 
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